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１．概要（Summary） 

Gaの窒化物である GaNは LEDへの応用、パワー半

導体への応用が進められている。またGaの酸化物である

Ga2O3は、パワーデバイスとしての利得係数が極めて高く

パワーデバイス材料として有望である。さらに、これらの材

料に他の元素を添加することにより、透明かつ導電性を

付与することや圧電性能を持たすことができる。Ga 系の

酸化物、窒化物膜の形成方法として現状では MOCVD

法が用いられているが、より汎用性の高いスパッタ法で高

速に形成可能となれば低コスト化とともに応用が広がると

考えている。 

本検討ではスパッタ法により、Ga の酸化物の形成を試

み、その際の課題、高速成膜（低コスト化）の可能性を推

察した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3元 RFマグネトロンスパッタ装置 

【実験方法】 

室温にて、Si 基板上に Ga ターゲットを用いて Ar+O2

（酸素濃度20～80％）にて、RF電力50 Wにて酸素量を

変化させて 20 分間成膜を行った。評価としては、膜厚と

屈折率をエリプソメーターにて測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

いずれの成膜条件においても、Siウエハ上に透明な膜

が得られ、いずれの酸素濃度においても得られた膜の屈

折率は 1.8程度であった。酸素濃度 20％にて形成した膜

の厚みは約 380 nmであった。成膜速度は、O2濃度

20％にて本実験で最も早い成膜速度 19 nm/minが得ら

れた。この値は成膜条件、装置の構成を工夫することで

数倍まで増加させることができると推察される。

 

Fig. 1 得られた膜の屈折率、吸収係数 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 
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